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背景 

Gate-All-Around (GAA)構造のNanowire (NW) 

FET は、優れた静電特性を有するためサブ 10

ナノノード技術での利用が期待されている[1]。

最近では、横型または縦型 NW FET を用いる

ことで Footprint 当たりの駆動能力を向上させ

ることが検討されている[2]。加えて、ドーピン

グプロセスを簡易化させる蓄積型動作の利用

が有望視されている[3]。しかしながら、GAA-

NW FET や SOI 技術の利用についてはデバイ

スの自己発熱効果が深刻な問題となっている

[4,5]。本研究では、バルクフィン上の横型 NW 

FET のソース/ドレイン (S/D)部分に逆凹型コ

ンタクト構造を用いることで、Fig.１に示すよ

うな自己発熱効果の低減について検討した。 

Fig. 1: Schematics along the contact of both NW 

FETs (a) w/o and (b) w/ recessed contact. 

実験方法 

デバイスの熱特性と電気特性の計算を

Silvaco Atlas 3Dシミュレータを用いて行った。

まずバルクフィン上の横型 Si NW FET の S/D

に逆凹型コンタクト構造を用いた場合と用い

ていない場合の格子温度の比較を行った。用い

ていない場合では、S/Dコンタクトとバルクフ

ィン間の酸化絶縁膜厚を TSD,gap としてパラメ

ータ変化させた。 

結果・考察 

Figure 2の結果から、逆凹型コンタクト構造

を用いて基板に放熱することにより反転型

NW FET の格子温度が低減することを確認し

た。またチャネルドーピング濃度の低い蓄積型

NW FETの場合においても、反転型の場合と同

等の結果が示された。 

Fig. 2: Lattice temperature profile of inversion-

mode NW FETs (a) w/o and (b) w/ recessed contact. 

参考文献 

[1] H. Wakabayashi, et al., IEEE, T-ED, 2006. 

[2] A. Veloso, et al., IEEE S3S Tech. Dig., 2016. 

[3] A. Veloso, et al., IEEE VLSI Tech. Dig., 2016. 

[4] R. Wang, et al., IEDM, pp. 6-9, 2008. 

[5] T. Takahashi, et al., IEDM, pp. 184-187, 2013. 

Sub.

S
T
I

C
o
n
ta
c
t

(a) (b)

第65回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2018 早稲田大学・西早稲田キャンパス)18p-A202-11 

© 2018年 応用物理学会 100000001-100 S22


